/t3cze potprzewodnikowe - Dioda
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Po ztaczeniu potprzewodnikow elektrony z obszaru n dyfunduja do obszaru p gdzie rekombinuja

7 dziurami tworzac w poblizu ztacza ujemne jony zwiazane z siecia krystaliczng (centra akeeptorowe).
Rowniez swobodne dziury z obszaru p dyfunduja do obszaru n gdzie ulegaja rekombinacji.



Z1acze p-n

Zlacze p-n Obszar zubozony

p region / n region p region / n region

Tworzy sie zlacze p-n Z1acze po utworzeniu

Pole elektryczne na styku dwoch polprzewodnikow
powoduje, ze prad latwo plynie w jednym Kierunku a
przeplyw w drugim Kierunku jest utrudniony.
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Zt3cze spolaryzowane w kierunku przewodzenia

Poiprzewodnik n Potprzewodnik




Ztacze spolaryzowane w kierunku zaporowym (wstecznym)

Polprzewodnik n Polprzewodnik p
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Polaryzacja zlacza p-n

W Kierunku zaporowym

W Kierunku przewodzenia



Zt3cze p — n tworzy diode poétprzewodnikowa
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Charakterystyka pradowo-napieciowa diody

przewodzenie

napiecie

przebicia

' -
f napiecie U
prad wsteczny progowe
e NS ~ 0.6 V (Si)
polaryzacja wsteczna polaryzacja w kierunku

przewodzenia



Parametry diody

. Prad przewodzenia | (forward) :

AV(M) (average) — sredni, maksymalny
RMS (root mean square) — skuteczny

SM (surge maximum) — impulsowy maksymalny, niepowtarzalny

. Napiecie przewodzenia U (forward)

. Prad wsteczny I; (reverse); (M) - maksymalny
. Napiecie wsteczne Ug (reverse) :

RMM (repetitive reverse maksimum) — maksymalne, powtarzalne

SM (surge maximum) — impulsowe maksymalne

. Czas powrotu t.. (recovery time)



Obwad elektryczny z dioda




Rodzaje diod potprzewodnikowych

Dioda ogdlnego zastosowania i dioda
prostownicza
powinny mie¢ duze graniczne napiecie zaporowe (wsteczne).

Diody Schottky’ego (ztacze metal-pdtprzewodnik)
wyrdznia maty czas przetaczania, rzedu 100 ps. Napiecie
otwarcia okoto 0.3 V.

Diody Zenera (stabilistor), polaryzowane zaporowo,
stosowane sg do stabilizowania napiecia i polaryzowane
zaporowo. Napiecia stabilizacji moga wynosi¢ od 2 do 200 V.

Napiecie otwarcia = 0,6V.

Dioda pOJemnOSCIowa (warikap, waraktor) wykazuje
znaczng zmiang pojemnosci ztgcza. Pojemnos¢ maleje od
Kilkuset pF do kilku pF ze wzrostem napiecia wstecznego.

Diody sSwiecace (LED) majac silnie domieszkowane ztacza
pn swiecg gdy sg spolaryzowane (zasilane) w kierunku
przewodzenia.
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